
Si APD

S10341シリーズ

低バイアス動作タイプ、800 nm帯用小型APD

浜松ホトニクス株式会社

光波距離計小型・薄型パッケージ: 1.8 × 3.1 × 1.0t mm

レーザレーダ

空間光伝送

低バイアスで安定動作が可能

高速応答

高感度

低ノイズ

特長 用途

一般定格

絶対最大定格

電気的および光学的特性 (Ta=25 °C)

項目 記号 定格値 単位
動作温度 Topr -20 ～ +60 °C
保存温度 Tstg -40 ～ +80 °C
逆電流 Irmax 200 µA
順電流 Ifmax 10 mA

項目 記号 条件
S10341-02 S10341-05

単位
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.

感度波長範囲 λ 400 ～ 1000 400 ～ 1000 nm
最大感度波長 λp M=100 - 800 - - 800 - nm
受光感度 S λ=800 nm, M=1 - 0.5 - - 0.5 - A/W
量子効率 QE λ=800 nm, M=1 - 75 - - 75 - %
降伏電圧 VBR ID=100 µA - 150 200 - 150 200 V
降伏電圧の温度係数 - - 0.65 - - 0.65 - V/°C
暗電流 ID M=100 - 50 500 - 100 1000 pA

遮断周波数 fc
M=100, RL=50 Ω 
λ=800 nm, -3 dB

- 1000 - - 900 - MHz

端子間容量 Ct M=100,  f=1 MHz - 1 - - 2 - pF
過剰雑音指数 x M=100 - 0.3 - - 0.3 - -
増倍率 M λ=800 nm - 100 - - 100 - -
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項目 記号 S10341-02 S10341-05 単位
受光面サイズ*1 A φ0.2 φ0.5 mm
有効受光面積 ‐ 0.03 0.19  mm2

パッケージ ‐ プラスチック -
*1: 増倍作用が得られる範囲
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分光感度特性

暗電流－逆電圧 増倍率－逆電圧

量子効率－波長
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端子間容量－逆電圧 過剰雑音係数－増倍率

 (V)

 (
pF

)

0 50 100 150
0.1

100
(Typ. Ta=25 °C, f=1 MHz)

1

10 S10341-05

S10341-02

1 10
1

10
Typ. Ta=25 °C, f=10 kHz, B=1 Hz

100

M0.5

λ=650 nm

M0.3

λ=800 nm

M0.2

KAPDB0193JA KAPDB0022JA

・開封後は30 °C、湿度60%以下の環境下において24時間以内に使

用してください。

・リフローはんだ付けは、使用する基板、リフロー炉によってデ

バイスに与えるストレスが異なります。

・リフロー条件設定時には、信頼性に問題がないことを確認して

ください。

推奨はんだリフロー条件

 (s)

 (
°C

)

0 50 100 150 200 250
0

50

100

300

250

200

150

 235 °C max.

KAPDB0194JA

3



Si APD S10341シリーズ

Cat. No. KAPD1030J01  May 2011 DN
4

外形寸法図 (単位: mm,  指定のない場合の公差: ±0.2 mm)
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